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【はじめに】ICに大きな駆動電流が流れる

と，IC自体が持つインピーダンスやインダ

クタンスによって電圧降下やノイズが発生

する恐れがあるため，デカップリングキャ

パシタ(Decap)を取り付けて緩和をさせる必

要がある [1]．これまで HfO2を用いた高容

量密度を有する Decapの報告があるが[2]，

更に高い誘電率材料を用いる必要がある．

本研究では比誘電率 28を有する CeOx膜を

用いた金属/絶縁膜/金属(MIM)キャパシタ

の作製と評価を行ったところ，容量の過渡

的な変化を確認したので報告する． 

【試料作製方法】n+Si 基板上にスパッタリ

ングで Ti，TiNを 10 nmずつ堆積した．そ

の後，原子層堆積(ALD)で 10nmの SiO2，電

子線(EB)蒸着で 10nm の CeOx，再び 10nm

の SiO2を堆積した．上部電極は 30nmの TiN，

対極は 50nmの Alとした．最後に 420℃で

30分間の熱処理を行った． 

【測定結果】Fig.1 に作製した MIM キャパ

シタに 4Vの電圧を印加した際の，静電容量

の変化を示す．長い時定数を有する容量の

変化がみられる．また高温で充電した際に

は時定数が短くなった．一方，放電時の容量

変化を fig.2に示した．放電時も同様に長い

時定数をもって変化することがわかる． 

以上の容量の過渡的な変化は，CeOx層に

存在する酸素イオンの伝導によって電気二

重層として動作していることを示唆してい

る[3]． 
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Fig. 1. Transient capacitance change after a step 

4 V voltage application. 

 

 

Fig. 2. Transient capacitance change after a 

grounding the MIM capacitors. 
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